
ข 
 

หวัขอ้วิทยานิพนธ์ การพฒันาพื้นผวิเซลลแ์สงอาทิตยโ์ดยใชเ้ทคนิคพลาสมา 
หน่วยกิต 36 
ผูเ้ขียน   นายณฐัที  ถึงสุข    
อาจารยท่ี์ปรึกษา  รศ. ดร.ณรงค ์ มัง่คัง่ 

    รศ. ดร.ณฏัฐ ์กาศยปนนัทน ์
หลกัสูตร  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา  เทคโนโลยพีลงังาน 
สายวิชา   เทคโนโลยพีลงังาน 
คณะ   พลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัดุ 
ปีการศึกษา  2557 
 

บทคดัย่อ 
  
งานวิจยัน้ีไดท้าํการศึกษาและทดลองสร้างฟิลม์บางอินเดียมทิน ออกไซด ์(ITO) บนพื้นผิวพลาสติก 
Polyethylene naphthalate (PEN)  ดว้ยเทคนิค Naturatron sputtering โดยใชแ้ก๊สอาร์กอนและ
ออกซิเจนผสมกนัในระหว่างการสร้างฟิลม์ดงักล่าว พื้นผวิถูกตรวจสอบโดย SEM เพื่อดูลกัษณะของ
ฟิลม์ท่ีเกิดข้ึน และใช ้EDS สาํหรับหาองคป์ระกอบของฟิลม์ ITO ท่ีถูกสร้างข้ึนบนพื้นผวิพลาสติก 
PEN จากผลการวิจยัพบว่าการใชว้ิธีการ Naturatron sputtering น้ีสามารถสร้างฟิลม์อินเดียมทิน 
ออกไซดท่ี์มีความหนาประมาณ 145 nm และค่าความขรุขระของชั้นฟิลม์ประมาณ 0.39 nm บนพื้นผวิ
พลาสติก PEN ได ้โดยท่ีเทคนิคดงักล่าวไม่ทาํใหเ้กิดความร้อนท่ีจะทาํความเสียหายกบัแผน่พลาสติก
แต่อยา่งใด นอกจากนั้นไดท้ดลองการปรับปรุงพื้นผวิของชั้นโลหะและพลาสติก PEN โดยใช ้เทคนิค 
low-pressure high-frequency Plasma Chemical Vapor Deposition สาํหรับการทาํ oxygen surface 
treatment ดว้ยการใชแ้ก๊สอาร์กอนและออกซิเจนผสมกนัในระหว่างการปรับปรุงพื้นผิว พื้นผิวถูก
ตรวจสอบโดย contact angle meter เพื่อดูลกัษณะการชอบนํ้ าท่ีเกิดข้ึน และใช ้XPS สาํหรับหา
องคป์ระกอบของพ้ืนผิวดงักล่าว จากผลการวิจยัพบว่าการใชว้ิธีการ low-pressure high-frequency 
Plasma Chemical Vapor Deposition น้ีสามารถปรับปรุงพื้นผวิเดิมใหคุ้ณสมบติัชอบนํ้ าเพิ่มมากข้ึน
และทาํให้มีราดิคอลต่างๆ บนพื้นผิวท่ีมากข้ึนส่งผลให้เกิดการออกซิเดชั่นท่ีสูงสําหรับท่ีนําเขา้สู่
กระบวนการการผลิตเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบยดืหยุน่โดยใชเ้ทคโนโลยแีบบ roll to roll (R2R) ได ้
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